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 非極性面の一つである a 面 GaN は発光効率低下の原因となるシュタルク効果が生じないため、

高機能光学素子の材料として期待される。しかしながら、その成長は困難であり実用レベルの低

転位密度の成長層が得られていない。そこでリモートエピタキシー[1]を利用し、高品質な a面GaN

の成長に挑戦した。リモートエピタキシーでは、成長層が基板から剥離できるため、フレキシブ

ルデバイスの実現、基板の再利用等も可能となる。本研究では、r面サファイア上に減圧ＣＶＤ成

長したグラフェン[2]を用い、ａ面 GaNのヘテロリモートエピタキシーを試みた。特に、グラフェ

ン上に成長した GaN島の配向性制御に与える成長温度の影響を調べた。 

 GaN 成長は RF-MBE により行い、成長温度を 630℃から 700℃の範囲で変化させた。サンプル

表面を原子間力顕微鏡(AFM)により観察し、成長温度に対する GaN島の配向変化を調べた。 

 図１に、各成長温度で成長した GaN成長島の AFM像を示す。成長温度の上昇にともない六角

形状のｃ面 GaNの成長島が消失し、成長温度 670℃では長方形状の a面 GaN成長島のみが観察さ

れた。このことは、成長温度が 630℃と低い場合は、リモートエピタキシーが良好に働かず、基板

の影響が成長層におよばずｃ面 GaNが成長したが、成長温度を上昇させることで基板の結晶情報

が成長島に伝達されるようになり、リモートエピタキシーが良好に実現したことが考えられる。 
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Fig. 1 (a) AFM images of GaN islands on graphene/r-plane sapphire grown at 630, 650, 700 oC. 
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